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ВИГОТОВЛЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР ДЛЯ 

ПОДАЛЬШОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ 
 

Перспективний матеріал для виготовлення сонячних батарей – 

напівпровідникові гетероструктури. Актуальним стає питання отримання 

структур, що знайдуть застосування в енергетиці. 

У роботі розглядається методика отримання плівкових структур на поруватих 

напівпровідникових підкладках. 

Поруваті підкладки отримано шляхом електрохімічного травлення 

монокристалічних напівпровідникових пластин у сумішах плавикової, азотної та 

хлорної кислот. Для нанесення плівок на порувату поверхню використано методи 

хімічного поверхневого осадження, радикало-променевої епітаксії, золь-гель. 

Отримані структури досліджено методами енергодисперсійної рентгенівської 

та фотолюмінісцентної спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії, 

рентгенівської дифрактометрії. 

Гетероструктуру CdS/porous-Si/Si отримано методом хімічного поверхневого 

осадження. Товщина шару CdS варіює від 10 до 20 мкм, шар є однорідним. 

Рентгенівські дифрактограми зразка демонструють явно виражені піки при 

2θ ≈ 26.5° та при 2θ ≈ 43.3°, які відповідають гексагональній модифікації СdS. 

Шляхом відпалу поруватих зразків ZnSe в потоці атомарного кисню отримано 

гетероструктуру ZnO/porous-ZnSe/ZnSe. Після відпалу порувата поверхня зазнає 

значних змін. Внутрішня поверхня стінок кожної пори покривається киснем по 

всій її довжині від основи (дна стовпчика) до поверхні зразка, утворюючи 

кисневмісні нанотрубки, що повторюють форму стовпців. Довжина нанотрубок 

оксиду цинку досягає десяти мікрон, при цьому зовнішній діаметр трубок варіює в 

межах від 0,5 до 2 мкм. Установлено, що покриття ZnO є полікристалічними та 

кристалізуються в гексагональній структурі з переважною орієнтацією в напрямку 

[002]. 

Гетероструктуру ZnO:Al/porous-CdTe/CdTe виготовлено методом золь-гель з 

наступним центрифугуванням. Товщина утворених плівок склала порядку 1 мкм. 

На рентгенограмах при куті дифракції 2θ=34,370 спостерігається інтенсивний 

дифракційний пік, що відповідає площині (002) ZnO. 

Таким чином, у роботі розглянуто гетероструктури CdS/porous-Si/Si, 

ZnO/porous-ZnSe/ZnSe, ZnO:Al/porous-CdTe/CdTe.  

Отримані результати можуть бути використані при розробці перспективних 

сонячних елементів. 


